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Dieser intemationale voriauf ige PrQfungsberlcht wurde von der mit der Intemationalen vorlaufigen PrQfung 
beauftragten Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemSB Artikel 36 Qbermittelt. 

Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter eInschlieBlich dieses Deckblatts. 

la AuBerdem liegen dem Bericht ANUVGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mrt Beschreibungen. AnsprQchen 
undybder Zelclinungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugnjnde liegen, undA)der Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Venwaltungsrichtlinien zum 
PCT), 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 3 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Bescheids 

II □ Priorltat 

III □ Kelne Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbariceit 

IV □ iVIangelnde Einheitlichkeit der Erftndung 

V S BegrOndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erflnderischen Tatigkeit und der 

gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefQhrte Unteriagen 

VI I □ Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

Vlli □ Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 
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I. Grundlage des Berlchts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der intemationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunglich 
eingereicht und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regain 70. 16 und 70 17))- 



Beschreibung, Seiten 

2 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

eingegangen am 03.06.2004 mit Sclireiben vom 28.05.2004 

Zeichnungen, Blatter 

"•^S-aQ In der ursprQnglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache. in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden 1st, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 5>uiem 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur VerfOgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: ^ 

□ die Sprache der Obersetzung, die fQr die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1 (b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3). y y i-m 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undA>der Aminosauresequenz ist die 
intemationale vorlSufige PrQfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Fonn enthalten Ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Fomi eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bel der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

^ R« Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den 

Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklamng, daB die in computerlesbarer Fomri erfassten Infonmationen dem schrifllichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Andemngen sind folgende Unterlagen fortgefallen; 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70,2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punid 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen,) 

6. Etwaige zusatzliche Bemericungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: AnsprOche 2-6,8,9,11 

Nein: AnsprOche 1,7,10 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprOche 

Nein: AnsprOche 1-11 

Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprOche: 1-11 

Nein: AnsprOche: 



2. 



Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE03/01 205 
PROFUNGSBERICHT " BEIBLATT , 



zu Punkt V: 

1 . In Anspruch 1 umfaBt das Merkmal, daB der lokal begrenzte Warmebereich in der 
fein staikturierten metallhaitigen Leiterbahn bewegt wird, daB der Waimebereich 
kleiner als die Leiterbahn ist. Dies ist nicht ursprunglich offenbart und wird daher 
nicht berucksichtigt, - Das Dokument D1 : US-A-5 405 804 zeigt die Merkmaie von 
Anspruch 1 , siehe in Fig. 5 und zugehorigem Text die fein strukturierte metall- 
haltige Leiterbahn 4' ("fein" ist unbestimmt; zu "strukturiert" siehe Spalte 3 Zeilen 
49 bis 51) mit einer ersten KomgroBe auf einem TrSgemnateriat 1' - 3', und das 
Erzeugen und Bewegen (implizit be! der kleinen Ausdehnung eines Laserstrahles 
von z.B, 1x1 mm^, s. Spalte 6 Zeile 35) eines lokal begrenzten Wamnebereiches in 
der Leiterbahn 4' derart, daB eine Rekristallisation (siehe Spalte 4 Zeilen 27, 28) 
zum Erzeugen einer vergroBerten, zweiten KomgroBe (Sinn der Rekristallisation, 
siehe Spalte 1 Zeilen 63 bis 66) durchgefuhrt wird. 

2. Da zur Verbesserung des Integrationsgrades Leiterbahnen immer kleiner werden, 
ist der Gegenstand von Anspruch 2 naheliegend. - D1 zeigt in Fig. 6A eine Leiter- 
bahn 15 mit einer Primarrichtung und einer dazu senkrechten Sekundarrichtung. 
Da die vom Laser bestrahlte Flache nur 1 mm^ bis 1 cm^ miSt (Spalte 6, Zeilen 34 
bis 36). muB der Warmebereich bewegt werden. Dies kann auf folgende Weise 
geschehen: Die uber die gesamte Breite von Fig. 8 gezeigten Laserstrahlen 17 
implizieren eine Bewegung in der Zeichenebene, also in der Primarrichtung von 
Leiterbahn 15. Dann wird der angrenzende Bereich ero/armt, was eine Bewegung 
des Warmebereiches in der Sekundarrichtung erfordert. Dies legt die Merkmaie 
von Anspruch 3 nahe. - Was Anspruch 4 betrifft, kann naturlich so haufig enA^amnt 
werden, bis die maximal erzielbare KomgroBe erreicht ist. - D1 erwahnt eine Linse 
im die Spalten 4 und 5 verbindenden Satz, womit die bestrahlte Flache "extended" 
werden kann. Daher liegt der Gegenstand der Anspruche 5 und 6 im Rahmen 
fachmannischen Handelns. - Der Gegenstand von Anspruch 7 ist bekannt, siehe 
in D1 Spalte 1 Zeilen 61 bis 63. - Fur die Anspruche 8 bis 1 1 wird auf Dokument 
D2: US 6 242 808 B1 venfl/iesen, das eine Warmebehandlung bei 400''C (betrifft 
Anspruch 10; siehe auch D1 , Spalte 6, Zeile 57) fur die Rekristallisation einer im 
Damascene-Verfahren hergestellten Struktur - siehe Fig, 1 , 2, 4; zu Anspruch 9 - 
mit Barriereschicht 12 und Keimschicht 13 (zu Anspruch 8) unter einer Schutzgas- 
Atmosphare (siehe Spalte 4, 4, Absatz; zu Anspruch 11) beschreibt. - 

Damit erfullt keiner der Anspruche die Erfordernlsse von Artikel 33 (2), (3) PCT. 
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• 1 . 

Neue Patentansprache 1 bis 11 

• 1. Verfahren zur Herstellung fein strukturierter Leiterbah- 
nen mit geringem elektrischen Widerstand mit den Schritten 

a) Ausbilden einer fein strukturierten metallhaltigen Lei- 
terbahn (5A) .mit einer ersten KorngrSBe auf einem TrSgermate- 
rial (1, 2, 3, 4) g e k e n n z-e i c h n e t d u r c h. 
die weiteren Schritte 

b) Erzeugen und Bewegen eines lokal begrenzten WSrmebe- 
reichs (W) in der fein strukturierten metallhaltigen Leiter- 
bahn (5A) derart, dass eine Rekristallisation der Leiterbahn 
(5A) zum Erzeugen einer . Leiterbahn (5C) mit einer zur ersten 

KorngrOUe. vergrOBerten zweiten Korngr6Be durchgefiihrt wird. 

15 2. Verfahren nach Patentanspruch 1, 

da.durch gekennzeichnet, dass die fein 
strukturierten Leiterbahnen (5, 5A, 5C) StrukturgroBen klei- 
ner 0,2 pm aufweisen. 

20 3. Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt 
a) die Leiterbahnen (5) in einer Primarrichtung (x) und/oder 
in einer zur Primarrichtung im Wesentlichen senkrechten " Se- 
kundarrichtung (y) ausgebildet werden; und 

25 in Schritt b) die Bewegung des Warmebereichs (W) im Wesentli- 
chen in Primarrichtung (x) und/oder in Sekundarrichtung (y) 
Oder unter einem Winkel von 45 Grad zur PrimSr- und Sekundar- 
richtung (X, y) durchgefiihrt wird. 



30 



4. Verfahren nach einem der PatentansprUche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass Schritt b) 
wiederholt durchgefUhrt wird. 
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5. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet^ dass in Schritt 
b) der lokal begrenzte Warmebereich (W) durch einen aufgefa- 
cherten Laserstrahl, ein heilies Gas, eine Vielzahl von Heiz- 
lampen und/oder einen Heizdraht erzeugt wird. 

6. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der. lokal 
begrenzte Warmebereich (W) str^if enf ormig ' oder punktfSrmig 
ausgebildet wird. 

7. Verfahren nach einem der Patentansprtiche I bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt 
a) die Leiterbahnen (5) eine Metalllegierung oder ein dotier- 
tes Metall mit einem Fremdanteil kleiner 5% aafweisen. 

8. Verfahren nach -einem der PatentansprOche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Tra- 
germaterial eine Dif f usionsbarrierenschicht (3) und/oder eine 
Keimschicht (4) aufweist. 

9- Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt 
a) ein Damascene-Verf ahren durchgefuhrt wird. 

10. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass der lokal 
begrenzte WSrmebereich (W) eine Temperatur von 150 Grad. Cel- 
sius bis 450 Grad Celsius aufweist. 

11. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 10, 
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dadur.ch gekennzeichnet, dass die Re- 
kristallisation in einer Schutzgasatmosphare durchgefUhrt 
wird. 



